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Полупроводниковые позиционно-чувствительные детекторы (ППЧД) на основе Si(Li) p-i-n 

структуры используется в последние годы в качестве прецизионных приборов, особенно в 

экспериментах в области физики высоких энергии. Появление детекторов большей площади [1] 

обусловил большой интерес к ним, как позиционно-чувствительные детекторы больших объемов, 

исследованию слабо интенсивных заряженных частиц по охране окружающей среди и СЭС. 

В работе рассмотрено разработки технологии изготовления полупроводниковых позиционно-

чувствительных детекторов (ППЧД) ядерного излучения на основе Si(Li) p-i-n детекторов большей 

площади для использования в работах по топографических и экологические задачах. 

Такие системы обычно изготовляются на основе полупроводниковых p-n или p-i-n структур с 

малыми размерами, при этом собирая их в виде мозаике. В такой мозаичной системе теряется 

12÷15% общей не эффективной площадь системы. 

Решение вопросов по созданию таких Si(Li) p-i-n детекторов с большими чувствительными 

поверхностями в едином кристалле диаметром ~100÷120 мм требуют особых подходов.  

Технология и конструкция детектора описано в работе [1,2]. На пластины кремния 

проводились диффузия лития на глубину 500 мкм при температуре t=450°C по технологии [2]. Дрейф 

ионов лития проводилась при температуре T=(80÷90)°С и напряжении U=(200÷600)В. С 

последующим низкотемпературным (Т=60°С, U=200B) выравнивающим дрейфом соответствии с 

режимом, в работах [3]. После проведения полной компенсации i-области, весь кристалл 

подвергается специально разработанной химико-технологической обработке в целях обеспечения 

минимальных токов утечки. Позиционно-чувствительные детекторы изготавливались из готовых 

Si(Li) p-i-n структур диаметром чувствительной области 60мм, толщина 3мм. Затем методом 

вакуумного напыления при давлении 5×10
-5

 мм.рт.ст. на пластины наносили контакты Al(1000A°), и 

в обратную тыловую сторону использованы специальные маска с полосами Au(~200A°) – контакты, 

(геометрические размеры активной  полосы составляются 145 мм, неактивные полосы, т.е. зазоры 

между элементами, составляют 2% от общей площади
 
), затем готовые детекторы помещали в 

корпуса. Детекторы имели прямоугольные формы размерами общей чувствительной области 

50503 мм. Разработаны два варианта   позиционно-чувствительные структуры с 8 и 16 полосами 

(Рис.1). 

 
а)                                                                                      б) 

Рис.1. Общий вид полупроводниковых позиционно-чувствительных детекторов на основе 

Si(Li)p-i-n структур.а) ППЧД – 8, б) ППЧД – 16 
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В изготовленных ППЧД-16 (16 элементов) при рабочем напряжении Uобр=(100-500)В имеют 

темновой  ток I=0,5-1 мкА, емкость С=300 пФ, шумы Еш=40 кэВ. энергетические разрешение по ЭВК 
207

Bi (Eβ=1МэВ) Rβ= 50 кэВ и по α-частицами 
239

Pu (Eα=5,5 МэВ)  Rα=90÷100 кэВ. (1 элемент при 

рабочем напряжении Uобр=200В имеет темновой ток I=0,02-0,06 мкА, емкость С=50 пФ, шумы Еш=15 

кэВ. энергетические разрешение по ЭВК 
207

Bi (Eβ=1МэВ) Rβ= 20 кэВ и по α-частицами 
239

Pu (Eα=5,5 

МэВ) Rα=(40-50)кэВ). 
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